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萩原良昭の特許出願と関連学会発表資料

１）萩原良昭 特許出願 JPA 1975-127646  裏面照射型N+NPNP接合型 Pinned  Photodiode 

２）萩原良昭 特許出願 JPA 1975-127647  裏面照射型N+NPN接合型 Pinned  Photodiode 

３）萩原良昭 特許出願 JPA 1975-134985  OFD機能付きPNP接合型 Pinned  Photodiode

４）萩原、阿部、岡田、日本応用物理学会主催個体素子国際学会SSDM1978 Paper@Tokyo, 1978
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実施例図２は表面濃度が薄い場合を示すが
表面電位は固定されておらす浮遊している。

実施例図３は表面濃度が濃い場合を示すが
表面電位は固定されておらす浮遊している。

表面P+濃度が濃いだけでは表面はピン留めされない。

Vs is floating 

and not grounded. 
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In both figure 2 and 3, the surface potential Vs is not exactly at the substrate grounded voltage level.

Vs is floating 

and not grounded. 

NEC1980年出願特許が Pinned Photodiodeに関する特許でない証拠は図２と図３から自明である。

Pinned PhotodiodeとBuried Photodiodeの違いは一般にはいまだに理解されていない。

「図２と図３の違いは表面Ｐ層の濃度である」と特許の説明文に記載されている以外は同一構造。




